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El efecto Hall ha sido realizado en monocristales del óxido de zinc (ZnO) después 

de una difusión térmica de indio y cobre con tiempo diferentes. Los cristales de 

ZnO fueron crecimiento por el método hidrotérmico y recocido a 1050ºC y la 

difusión fue realizado en cristales de ZnO a 1000ºC en atmósfera de N2 para 3, 6 y 

15 hr. Debido al bajo punto de fusión de los metales elementales las estructuras 

usadas como fuentes de difusión fueron películas metálicas parcialmente oxidadas. 

Las medidas de efecto Hall fueron realizadas en la configuración de van der Pauw 

bajo una corriente de 1.0 mA y campo magnético de 0.37 T. Los resultados 

obtenidos indican un aumento en la concentración de electrones debido a la 

difusión de indio desde 4.6x1014 cm-3 a 1.15x1017 cm-3 y para el cobre de 9.9x1015 

cm-3. La movilidad va desde 134.9 a 44.7 cm2/V-s para el indio y 101.9 cm2/V-s 

para el cobre como el tiempo de difusión es incrementado. La resistividad es 

disminuida desde 1.29x102 a 1.26 �cm para el In y 6.25 �cm con la difusión de Cu. 

La incorporación de In es más rápida que para el cobre debido probablemente al 

tamaño del átomo, produciendo una más alta concentración de donores para estos 

elementos como función del tiempo de difusión. Esto es un método relativo simple 

para controlar el nivel de la concentración de donores en cristales simples de ZnO. 
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